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Структура валентной оболочки теллура – 5s25p4.  Два из четырех р-электрона образуют 

ковалентные связи с соседними атомами. Между цепочками действуют менее прочные связи 

Ван-дер-Ваальса. В образовании этих связей принимает участие оставшаяся одиночная пара  

р-электронов (lone-pare). Кристаллическая структура Те гексагональная и анизотропная. В 

предлагаемой статье анализируется возможность создания тонкопленочных элементов памяти 

и порогового переключения на основе одного халькогена-теллура. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 

МАНИПУЛЯТОРА НА ТРЕХОСЕВОМ ПРИВОДЕ  

А.Ю. Войтов 

Дальнейшее повышение функциональных возможностей манипуляционных систем 

перемещений при обеспечении больших скоростей и ускорений на рабочей платформе, а так же 

повышенных характеристик точности и быстродействия в настоящее время связывается с 

применением параллельных манипуляторов [1]. 

В работе предложена алгоритмизация математической модели параллельного 

манипулятора на новом гибридном треугольном приводе прямого действия, для которой 

разработан подход и математическая модель формализованного описания, сегментирования 

алгоритмов и исследования кинематики и динамики. Вычислительное решение по нахождению 

линейных и угловых координат платформы по заданным обобщенным линейным координатам 

ведущих звеньев выполняется по аналитическому описанию векторного условия 

многоконтурной замкнутости параллельных кинематических цепей в виде фундаментальной 

нелинейной системы из трех уравнений. 

При этом алгоритмически обеспечено сохранение начальных конфигурационных 

условий во всем диапазоне изменений искомых переменных с обеспечением однозначного 

визуального отображения на персональном компьютере положения платформы, всех звеньев и 

механизма в целом в режиме реального времени. 

Разработана имитационная модель кинематики, которая позволила выполнять решение 

прямой и обратной задач кинематики. На основании предложенных сегментированных 

алгоритмов разработана имитационная модель в среде MATLAB для проведения 

интерактивного компьютерного моделирования решения прямой и обратной задач кинематики 

и прямой и обратной задач динамики с учетом конструктивных ограничений, накладываемых 

на координатные перемещения электро-магнитных модулей на треугольном статоре. 
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ПОРОГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ MIS-HEMT  

С ПОДЗАТВОРНЫМИ HIGH-Κ ДИЭЛЕКТРИКАМИ 

В.С. Волчёк 

AlGaN/GaN транзисторы с высокой подвижностью электронов (high electron mobility 

transistor, HEMT) являются перспективными элементами сенсорных устройств, используемых в 

системах информационной безопасности. В стандартной технологии HEMT затвор 

формируется на основе барьера Шоттки и характеризуется большими токами утечки. Для 

уменьшения токов утечки транзистора между электродом затвора и барьерным слоем AlGaN 
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